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В слоистом квазиодномерном полупроводнике TiS3 примерно, при 200 К наблюдается переход металл-диэлектрик [1]. Ниже 60 К проводимость становится нелинейной, причем вольтамперные характеристики имеют степенной вид, с зависящим от температуры показателем степени [2]. Эти и другие свойства TiS3 пока до конца не поняты, и могут быть связаны с фазовыми переходами в конденсированное состояние.

В настоящем докладе приводятся результаты измерений эффекта Холла и магнетосопротивления на монокристаллических вискерах TiS3 в магнитных полях B до 9 Т.

Эффект Холла измерялся в плоскости проводящих слоев (ab) на постоянном токе, протекающем вдоль направления металлоцепочек (ось b) при 4.2 К<T<290 К. Проводились одновременные измерения холловского сопротивления Rxy и сопротивления вдоль металлоцепочек Rxx по 5-зондовой схеме. Знак эффекта Холла соответствует отрицательному заряду носителей тока. Оценка их концентрации при 300 К дает n ( 1018 см-3. Rxy растет с понижением Т от 290 К до 70 К, с такой же энергией активации как и Rxx при 65 К<T<120 К. Мы связываем эти зависимости с понижением n. При этом подвижность возрастает в ~ 5 раз. Поэтому, металлический ход проводимости при высоких температурах и переход металл-диэлектрик в TiS3 связан с конкуренцией этих двух факторов: ростом подвижности и уменьшением концентрации носителей с понижением температуры, а не с эффектами беспорядка, как это предполагалось ранее [1].

Вблизи 60 К обнаружен максимум Rxy. При дальнейшем понижении температуры, до 30 К, Rxy падает, по крайней мере, на порядок. Обсуждаются возможные причины максимума Rxy: вклады носителей разного знака, прыжковая проводимость и образование конденсированного состояния.

Измерено магнетосопротивление вискеров TiS3 вдоль оси b в интервале температур 1.8 К - 290 К. При T>20 К изменение Rxx в полях до 9 Т мало, в пределах 2%. Ниже 20 К магнетосопротивление возрастает и достигает ~ 30 % при Т = 1.8 К и B = 9 Т. При этом магнетосопротивление положительно, квадратично по магнитному полю до 4 Т, а при больших полях стремится к насыщению. Экспоненциального роста Rxx(B), характерного для прыжковой проводимости, мы не наблюдали. Интересно, что значение магнетосопротивления в параллельном поле (B||I, сила Лоренца равна нулю) одного порядка и даже превышает значение магнетосопротивления в перпендикулярном поле.

Все результаты указывают на изменение механизма проводимости TiS3 при низких температурах. Их можно объяснить зарядовым упорядочением в слоях.
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